Instrukcja datwiczenia laboratoryjnego nr 12

Temat: Charakterystyki i parametry tranzystora IGBT

Cel ¢wiczenia. Celem ¢éwiczenia jest poznanie charakterystyk i fetavasci

elektrycznych tranzystoréw bipolarnych z izolowaramk; - IGBT.

l. Wymagane wiadomdci.

1. Podstawowe wiadordoi na temat zasady dziatania tranzystorow bipolarnych i unipolarnych.

2. Model warstwowy, polaryzacja normalna i zasada dziatania tséovay bipolarnego
z izolowary bramk - IGBT.

3. Praca statyczna tranzystora IGBT.

4. Podstawowe charakterystyki i parametry tranzystorow IGBT.

5. Przyktady zastosowitranzystoréw IGBT.

|. Wykonanie éwiczenia.

1. Opis stanowiska pomiarowego.

Zintegrowane stanowisko pomiarowe przeznaczone jest do pomiardakigrgstyk statycznych
tranzystorow bipolarnych z izolowatramlq - IGBT. Uktady zasilania uniiwiajace polaryzag
obwodu wejciowego i wyfciowego oraz przyey pomiarowe stiace do pomiaréw warkgi
napk¢ polaryzacji i pgdu stanowd integralmy, czg$¢ stanowiska pomiarowego. Element mierzony
umieszczony jest wewgtrz stanowiska pomiarowego.

W celu ograniczenia ciepta wydzielepgo s¢ w strukturze potprzewodnikowej zastosowano
w obwodzie wejciowym tranzystora (bramka — emiter) zasilanie impulsowe. iWkemapic

i pradu wskazuj wartaici szczytowe mierzonych parametrow. Pomiary polegaj odpowiedniej
regulacji wartéci napk¢ przy pomocy potencjometréw cyfrowych oraz odczytywaniu wskaza

miernikOdw napgc¢ i pradu. Widok ptyty czotowej stanowiska pomiarowego przedstawiono na rys. 1.
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ZINTEGROWANE STANOWISKO DO POMIARU CHARAKTERYSTYK TRANZYSTORA IGBT

Rys.1. Plyta czotowa stanowiska do pomiaréw charakterystyk statyczngeldrara IGBT.




Ponizej miernikdw znajdyj sie pokrtta, ktdre opisano zgodnie z przeznaczenisetylnej ptycie

obudowy stanowiska pomiarowego znajduje giprzetacznik zasilania 230 V i bezpiecznik.

2. Pomiary charakterystyk statycznych tranzystora GBT.

W ¢wiczeniu dokonuje si pomiaréw charakterystyk przejowych i wyjciowych tranzystora
bipolarnego z izolowanbramly typu: HGTG20N60B3 ktérego podstawowe parametry wyngsz
lomax =40 A (28 C) i Icmax = 20 A (116C), Ucgmax = 600 V.

Ograniczenia napeciowe i pradowe dla badanego tranzystora IGBT
e Ugg=4+7V
e Uce=0+10V
* lcmax =10 A

Pomiary charakterystyk statycznych przeprowadgavsikiadzie, ktérego schemat przedstawiono

narys.2.
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Rys. 2. Uktad do pomiaru charakterystyk statycznych tranzystora IGBT.

Przed przystapieniem do wykonywania pomiarow naléy wiaczy¢ stanowisko laboratoryjne
wytacznikiem znajdujacym sk na tylnej $cianie urzadzenia. Przy pomocy poketet

regulacyjnych ustawi minimalng wartosé napiecia Ugg oraz Uce.



2.1. Pomiar charakterystyk przegciowych Ic = f(Ugg).

1.

Dla podanej przez prowagtzzego zajcia wartdci napkgcia Ucg = Ucguy dokon& pomiaru
zaleznosci | = f(Ugg) przy Uce = const, (min. 10 punktow pomiarowych). Napie Uge

zmieni& w zakresie okrdonym ograniczeniami nagiiowymi i pradowymi.

2. Pomiary powtorzy dla podanej przez prowagzgo zajcia wartdci napkcia Uce = Ucg().

Wyniki pomiaréw umiéci¢ w Sprawozdaniu nr 6, w tabeli 3.

UWAGA : W razie uzyskania wardoi pradu lc = 10 A, bezzwlocznie zakiwzy pomiar i obnkyé

wartasci napecia Uge | Uce do wartdci minimalnych. Uwaga aktualna jest dlazlago rodzaju

pomiaru.

2. Pomiar charakterystyk wyjsciowych Ic = f(Ucg).

1.

Wybrat co najmniej trzy wartei napkcia Ugg, przy ktorych kda zmierzone charakterystyki
wyjsciowe. Wyboru naley dokon#& na podstawie wczaiej zmierzonych charakterystyk
przegciowych.

Zmieniapc napecie Uce od 0 V do wartdci okreslonej ograniczeniami nagiiowymi

i pradowymi badanego tranzystora, dokénpomiaru charakterystydc = f(Ucg) przy
Uge =const, (min. 10 punktow pomiarowych dlazdej charakterystyki).

Wyniki pomiaréw umiéci¢ w Sprawozdaniu nr 6, w tabeli 4.

Opracowanie wynikow.

1. Na podstawie otrzymanych wynikow pomiaréw wydiré stosowne charakterystyki.

Na podstawie otrzymanych charakterystyk wyznaazgpkcie progowe badanego tranzystora
IGBT.

Porowng& przebieg otrzymanych charakterystyk woypwych tranzystora IGBT

z charakterystykami odpowiednich tranzystorow MOS.

. Wyniki pomiaréw i wnioski zamigi¢ w sprawozdaniu.



